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１．概要（Summary） 

電子線リソグラフィは、収束した電子線を走査しながら

高分子薄膜へと照射し、照射領域でのみ反応を誘起する

ため、自由な2次元パターニングが可能である。本研究で

は、金属ナノ粒子合成において、保護剤として使用される

ポリビニルピロリドン(PVP)の薄膜に電子線描画を行い、

照射領域での架橋反応誘起によるPVPのラインパターン

形成を行った。その後塩化金酸を含む溶液中でのUV還

元処理を行い、基板上に残存した PVP パターン上への

Auナノ粒子形成を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線描画装置（エリオニクス製 ELS-7700T） 

【実験方法】 

PVP を 2-propanolに 1.0 wt%で溶解させた後、架橋

剤としてN,N'-Methylenebisacrylamideを PVPに対し

15 wt%加えた溶液からスピンコート法を用いて Si基板上

に PVP薄膜を作製した。この薄膜に電子線描画装置（エ

リオニクス製ELS-7700T, 加速電圧：75 keV, 線量5~50 

C/cm2）を利用し、幅 1 m, 長さ 20 mのラインパター

ンを描画した。現像は 2-propanol を用いて行い、乾燥後

SEMにより直接観察を行った。また、PVPのラインパター

ンを形成した Si基板を塩化金酸を溶かしたMeOH溶液

に浸漬し、紫外光還元処理を～40分行いAuナノ粒子形

成を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

電子線描画及び、現像を行った後、Si 基板上に架橋反

応により不溶化した幅 1 m, 長さ の PVPパター

ンが確認された。続いて、塩化金酸を含む溶液中での

UV 照射を 40 分行った結果を Fig.1 に示す。Au ナノ粒

子の形成が確認され、その形成個所は、PVP微細パター

ン上に集中していることから、PVPパターン上で優先的に

Au ナノ粒子が形成された。また、UV 照射時間の経過に

従い形成される Au ナノ粒子数は増加した。さらに、電子

線の線量を 5～50 C/cm2の範囲で変え、作製した PVP

パターン上で同様に Au ナノ粒子形成を行った結果、線

量が減少するにつれてパターン上で観察されるAuナノ粒

子数が減少した。電子線の線量に依存して PVPパターン

中での架橋反応、特に導入される架橋点密度が変化する

ことが予測されることから、PVP パターン中での架橋ネット

ワーク構造が Au ナノ粒子形成に寄与することが示唆され

た。 
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(a) (b) 

Fig. 1. SEM image of Au nanoparticles on PVP 

line patterns fabricated by EB irradiation (75 

keV, 50 C/cm2). (b) is enlarged view of (a).  


